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La presente invención se refiere a un método
- perfeccionado de fabricar un circuito semiconductor ais- 
' lado por aire útil como grupo de elementos de caldeo pa-
- ra dispositivos de exhibición de información sobre mate-

5 rial termoscnsit-le (en lo que siguen se denominarán sim­

plemente "dispositivos de exhibición térmica") del tipo 
que tienen un grupo de elementos calentadores excitados 
selectivamente para dar una exhibición de información sobre 
material térmicamente sensible, a circuitos semiconducto-

10 res integrados aislados por aire útiles como grupo de ele­
mentos calentadores y a métodos de hacer tales circuitos 
semiconductores integrados.

Otros objetos, características y ventajas de 
la invención pueden comprenderse mejor haciendo referen- 

15 cia a la siguiente descripción detallada tomada en unión
de los dibujos adjuntos en los que números de referencia 
iguales indican partes iguales y en los que:

La figura 1 es una vista en planta desde arriba 

desde* un grupo de elementos de caldeo fabricados por el 
20 . método, de acuerdo con la presente invención.

La figura 2 es una vista parcial del lado infe­
rior de la oblea semiconductora 2 de la figura 1.

La figura 3 es una estructura intermedia en la 
fabricación del grupo de elementos de caldeo de la figu- 

25 ra 1;
La figura 4 es una estructura intermedia en la 

fabricación del grupo de elementos calentadores de la fi­

gura 1;
La figura 5 es una sección transversal tomada 

30 ' a lo largo de las líneas B-B de la figura 1; y
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La figura 6 es el circuito incorporado en el

grupo de calentadores de la figura 1. ;
La figura 1 ilustra una serie de grupos 3, 4 

de cuatro por tres elementos calentadores, etc, sobre los 

cuales se sitúa un material térmicamente sensible para 
formar un dispositivo de exhibición de información diná­

mica del tipo descrito en la patente horteamericana No. 
323.341 de J. Y/. Blair y otros, en el que se utilizan 
los materiales termocrómicos descritos o sobre el que es 

hecho pasar un material térmicamente sensible y especial­
mente tratado para formar un dispositivo de exhibición 
de información permanente o impresor del tipo descrito 

en la solicitud de patente norteamericana No. 492.174 de 
Emmons y otros, presentada el 1 de Octubre de 1.965 y 
cedida al cesionario de la presente solicitud.

lino 2 está montada sobre el soporte aislante 1 que puede 
ser de cualquier material adecuado, por ejemplo, material 
cerámico, vidrio o zafiro, por medio de un adhesivo ais­
lante de buenas propiedades aislantes del calor y de la 
electricidad. El adhesivo aislante puede ser epoxídico, 
ya que éste tiene excelentes cualidades de adherencia aq 
silicio y al material cerámico, por ejemplo, se aplica 

fácilmente como liquido y se cura hasta dar un sólido 
rígido, está desprovisto de disolvente y puede ser curado 
para dar una película sin burbujas, es rígido y, no obstan 
te, tiene cierta elasticidad para no agrietarse bajo es­
fuerzos físicos o térmicos, es un buen aislador del calor 
y de la electricidad y puede resistir temperaturas de fa­
bricación de hasta 2008C.

Una oblea semiconductora de silicio monocrista'

Cada elemento calentador del grupo comprende un
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- cuerpo semiconductor monocristalino en forma de mesa y¡ =
¡ contiene un elemento calentador formado en él, en el la- .
j *
= do inferior de la mesa junto al soporte 1 de modo que 
: cuando se excita el elemento calentador, se forma un ' 

5 ;"punto caliente" en la superficie superior de la mesa para
 ̂dar un punto localizado en el material térmicamente sen- 
-sible por encima de él. Un grupo de elementos calentado­
res selectivamente excitados forma un grupo de puntos en 
el material térmicamente sensible.

10 Las mesas que comprenden el grupo de elementos
calentadores están aisladas por aire unas de otras y es­
tán unidas por un diseño de conexión metálico por debajo 
de las mesas entre la oblea semiconductora 2 y el sopor­
te 1, cuyo diseño interconecta los elementos calentadores 

15 de las mesas en la configuración de circuito deseada y se
extiende dentro do placas de unión situadas por encima de 
las aberturas 9 y 10 del soporte 1 de modo que pueda ha­
cerse una conexión externa a las placas de unión a través 
!de las aberturas 9 y 10 en la cara inferior del soporte 

20 1. Mientras tanto, se forman las conexiones externas en la
;cara inferior del soporte 1 y se retiran del material tér­
micamente sensible situado por encima de las mesas. Entre-i 
i i
tanto, se unen eléctrica y mecánicamente las mesas aísla-;
.das por aire mediante el diseno metalizado soportado en

25 el adhesivo epoxídico que descansa entre la oblea semicon-;! !
'ductora 2 y el soporte 1.

Cada mesa contiene un par de diodo-resistencia i 
! que está interconectado para formar una matriz que tiene ¡ 
j capacidad para ser excitada selectivamente de modo que la ; 

30 í energía disipada por la resistencia produzca el "punto ca-¡ 
! líente" en la superficie superior de ,¡^*mesa selMc^na-5/8868
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3a. Tal matriz se ilustra en la figura 6, en la que se ! 
ilustran específicamente los pares 3e diodo-resistencia ; 

situados en las mesas 5-7 y se muestran los pares de i 
diodo-resistencia representativas de un grupo de 2 por 4 
elementos calentadores. Mientras, la resistencia 14 y 

el diodo 15, 16 están situados dentro de la mesa 6 y la 
resistencia 11 y el diodo 12, 13 están situados dentro 
de la mesa 5. Así, cada par de diodo-resistencia puede 
ser excitado individualmente y los grupos de los pares de 
diodo-resistencia pueden ser excitados selectivamente para 
producir cualquier combinación deseada de "puntos calien­
tes" en las superficies de las mesas para dar la exhibí- - 

ción de información deseada sobre el material fórmicamen­
te sensible.

La construcción del grupo de elementos calenta-^ 

dores de la figura 1 puede comprenderse mejor partiendo 
del procedimiento para fabricarlo.

Haciendo referencia a la figura 3, se ilustra ! 
en ella una oblea semiconductora monocristalina de sili­

cio de tipo N. Los pares de diodo-resistencia para los 
elementos de caldeo comprenden regiones difundidas en la 
superficie de la oblea 2. Mientras, un diodo comprende 

el ánodo 13 de tipo P difundido que forma una- unión rec- ' 
tificadora con el material semiconductor subyacente de ti­
po N. La región 12 difundida y muy impurificada dá una 
región superficial para hacer una conexión óhmica con el 
cátodo. Otro diodo comprende el ánodo 16 difundido de ti-; 
po P que forma una unión rectificadora con el material ¡ 
subyacente de tipo N y la región 15 de tipo N4 muy impu- ! 
rificada que forma una región superficial para hacer una ¡

579868 1
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¡ conexión ólimica con el cátodo de tipo P. Las resisten- i 

j cías están formadas por regiones difundidas 11 y 14 de 
¡ tipo P muy próximas a sus respectivos diodos. Los diodos 
i y las resistencias se forman en la superficie de la oblea 

5 ' 2 utilizando el procedimiento planar en el que se desa­
rrolla fórmicamente una película de óxido sobre la oblea 
de silicio de tipo N de la resistividad deseada colocán- 

! dola en un horno a elevada temperatura y haciendo pasar 

sobre ella un agente oxidante. La película resultante de 
10 i dióxido de silicio actúa como medio eumascarador contra 

í las impurezas que se difunden más tarde en la oblea. Se 

! producen agujeros en la película de óxido para permitir 
' que los subsiguientes procedimientos de difusión formen 
; las funciones de resistencia y de diodo. Estos agujeros,

15 ! que son diseños de los elementos de circuito deseados, sej
' producen por técnicas fotolitográficas. Los contactos y 
'las interconexiones con los elementos de circuito se ha­
cen por técnicas fotolitográficas similares utilizando,

;por ejemplo, aluminio evaporado sobre el óxido para for- 
20 'mar un diseño que conecta los diodos y las resistencias

entre sí y que termina en placas de unión para las conexio 
nes externas. El diseño de conexión comprende tiras con- 
¡ductoras 24,27 y 17 sobre la película de óxido 26, y aq- 
¡ gimas de las tiras conductoras 17, por ejemplo, se extien- 

25 !den dentro de una placa de unión agrandada como se ilustra
'.con más claridad en las figuras 2, 16-21, en que 17 de la 
ífigura 3 termina en la placa de unión agrandada 17 de la 

¡figura 2.
: En este punto del proceso, la oblea semiconduc-
¡tora 2 es enteriza y contiene la matriz o grupo de pares 

30 ¡de diodo-resistencia no aislados unos de otros en el mate.
t
$
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rial semiconductor, pero interconectados entre si por elj 
diseño de conexión metálico de la superficie de la pelí-¡ 
cula de óxido de silicio 26, cuyo diseño metálico termi-; 

na en una fila uniforme de placas de unión para conexión^
: externa. Estas placas de unión están alineadas con las

aberturas 9) 10 del soporte 1, es decir, están situadas 
de tal manera con respecto a las aberturas del soporte 

que una placa de unión será accesible a través de una 
abertura del soporte.

***a oblea semiconductora 2 ilustrada en la fi-, -t
gura 3 será subsiguientemente dada la vuelta y montada 

' sobre un soporte de material cerámico opaco ilustrado en 
j la figura 1 como soporte 1 con un adhesivo aislante y co- 
¡ nexiones externas hechas a las placas de unión desde la
t

cara inferior del soporte.
Uno de los problemas encontrados en el montaje

de la oblea semiconductora 2 en el soporte 1 utilizando
' un adhesivo aislante es el de que el adhesivo puede fluir
¡ sobre las placas de unión y subsiguientemente impedir una
! buena conexión eláctrica con las placas de unión después¡ ;

de montar la oblea 2 sobre el soporte 1., ¡

Con objeto de salvar esta dificultad, se apli-
' ca un agente de separación sobre las placas de unión de 

la estructura de la figura 3 de modo que cuando se aplica 
el adhesivo 28 en la figura 4 sobre la estructura de la 
figura 3, no se adhiere al agente separador que puede 

' ser fácilmente retirado después para dejar las placas de 
unión limpias y libres del adhesivo de manera que pueda 

¡ hacerse una buena conexión eléctrica con las placas de 

unión.

.70 -7'
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' Con el fin de aplicar selectivamente el agente!
j separador sobre las placas de unión, se aplica una capa 

de foto-reserva sobre toda la superficie de la oblea 
semiconductora 2 en la figura 3, exponiéndola en el di­
seño deseado, revelándola y retirándola, todo de una ma­
nera convencional, para dejar material de foto-reserva 
solamente sobre las placas de unión, adherido a ellas, 
tal como se ilustra por el material de foto-reserva 25 
sobre la püsca de unión agrandada 17 de la figura 3.

Después se aplica el adhesivo epoxidico sobre 

la oblea semiconductora 2 de la figura 3* El adhesivo 
epoxidico se adhiere a la película de óxido de silicio 
26 y al diseño de conexión metálico, excepto en el mate- 

! rial de foto-reserva 25. La oblea semiconductora 2, que
i incluye el diseño de conexión metálica, la película de
¡
} óxido de silicio 26, el material de foto-reserva 25 so- 
! bre las placas de unión 27 y el adhesivo epoxidico, es 
! después dada la vuelta y montada sobre el soporte de
. material cerámico 1 como se ilustra en la figura 4) con
¡ el material de foto-reserva 25 superpuesto a la abertura 

; 9 del soporte 1. Luego se cura el adhesivo epoxidico 28
{ hasta que se obtiene un sólido rígido y durante el pro- ;
i !¡ ceso de curado inicial, la viscosidad del adhesivo epo-¡ 
í :
¡ xidico disminuye considerablemente antes de la polime- j 
i i
í rización y el endurecimiento. Esta menor viscosidad del!
¡ }
i adhesivo facilita el flujo del adhesivo epoxidico, que ¡
! .
! no "mojará" fácilmente el material de foto-reserva 25,

haciendo asi que el adhesivo epoxidico se separe del ¡
material de foto-reserva 25 y se acumule en las zonas '

¡ de alrededor del material de foto-reserva 25, formando ¡

378868 ^
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un menisco con la pared de la abertura 9 del soporte 1 

como se ilustra por 29.

xidico 28, se retira el material de foto-reserva 25 por 
técnicas convencionales, dejando las placas de unión li' 

bres del adhesivo epoxidico y limpias para hacer buenas 
conexiones eléctricas con ellas.

en ella la cara inferior de las mesas 5-8 de la figura 1 
para mostrar el diseno de conexión metálico que interco­
necta los pares de diodo-resistencia y que se extiende 
entre las mesas y termina en las placas de unión 16-21. 

Como se ha mencionado anteriormente, cada mesa, por ejem­

plo, 5 contiene un par de diodo 12, 13 y resistencia 11, 
estando un extremo de la resistencia 11 conectado a la 
región 12 de tipo N4 muy impurificada del diodo y estan­
do conectado el otro extremo de la resistencia 11 a una 
tira metálica que termina en una placa de unión agranda-, 
da 17. Los ánodos 16 y 13 de los diodos están conectados 
entre sí por una tira conductora que termina en una pla­
ca de unión agrandada 16. Un extremo de la resistencia 
14 está conectado a la región 15 de tipo N4 muy impuri­
ficada por una tira conductora 23 y el otro extremo de la 
resistencia 14 está conectado a una tira metálica que 
termina en la placa de unión agrandada 18. Los pares de 
diodo-resistencia de las mesas 7 y 8, asi como los de 

las otras mesas están formados e interconectados de la 
misma manera que los pares de diodo-resistencia de las 
mesas 5 y 6. Los pares de diodo-resistencia de las mesas 
7 y 8 tienen tiras conductoras conectadas a ellos, que

Después del curado completo del adhesivo epo-

Haciendo referencia a la figura 2, se ilustra
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! terminan en placas ge unión agrandadas 19-21. Las placas;
' de unión 19-21 están dispuestas en una fila uniforme por 
! encima de la abertura 9 del soporte 1. Al mismo tiempo 
! que se realiza la fabricación del diseño de conexión me­

tálico que dá por resultado las placas de unión 19-21, se 

dispone un marcador metálico 22 sobre la estructura, cu­
yo marcador es utilizado después para fines de alineación 

que se describirán más adelante.
Volviendo ahora a la figura 4? se retira la su­

perficie superior de la oblea semiconductora 2 para hacer 
la oblea semiconductora 2 tan delgada como sea posible,

! por ejemplo, hasta una delgadez de aproximadamente 0,05 
milímetros. Esto puede efectuarse en una operación o en

i múltiples operaciones utilizando esmerilado, tratamiento
i
¡ con chorro de arena o ataque químico. Sin embargo, se 
mantiene la integridad de las uniones PN. Como el mate- 

; rial térmicamente sensible estará situado o pasará sobre ;
¡ la superficie monocristalina de la oblea semiconductora
i 2, ésta será química o mecánicamente pulida.
!
( Se retira ahora el material semiconductor de la

 ̂ oblea 2 en torno a cada par de diodo-resistencia, dejando 
' mesas aisladas por aire unas de otras.i
j Con el fin de retirar el material semiconductor]
j de la oblea 2 y dejar las mesas aisladas por aire, se apli- 
! ca una capa de foto-reserva sobre la superficie superior ¡ 
i de la oblea 2 y se aplica una foto-máscara sobre esta ! 
i capa de foto-reserva para dar el diseño de exposición de-;
! seado para la capa de foto-reserva. La fotomáscara debe ; 
alinearse con exactitud de modo que defina sólo las par- j 
tes del material semiconductor que se desea que sean re- ¡ 
tiradas, y cuando se mejora la exactitud de la alinea - i

J78868
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i ción, puede obtenerse una mayor densidad de pares de dio-j-
! I
j do-resistencia, ya que uno de los factores que influye :
¡ en el espacio que queda entre los pares de diodo-resis- ;

¡ tencia es la exactitud con que se puede alinear la foto-i 
¡ máscara de modo que silo sean de hecho retiradas las par­

tes del material semiconductor que se desean retirar. Se 
consigue una exactitud mejorada en la alineación de la 

i fotomáscara por medio de las aberturas 9 y 10 del sopor­

te de material cerámico opaco 1, el marcador opaco 22 y 
: técnicas de alineación por infrarrojos que aflora se des­

cribirán.
Haciendo referencia a la figura 4, un marcador ; 

de alineación opaco 22 está situado por encima de aber- 
i tura 9 del modo que se describió anteriormente en rela- 
! ción con la figura 2. El marcador de alineación 22 ilus­
trado en la figura 2 está hecho de menor tamaño que las '

! placas de unión 16-21 con el fin de distinguir el marca­
dor 22 de las placas de unión, aunque esto no es crítico, 
ya que las placas de unión comprenden el mismo material 
opaco y pueden ser utilizadas como marcadores. En la fo- 
tom^scara están situados uno o más marcadores opacos co- 
rrespondientes en número y diseño al marcador o marcado-; 
res 22. Una fuente de infrarrojos 36 está situada por de­

bajo de la abertura 9 en la realización de la figura 4 y 
un sistema de lentes 37 y un detector de infrarrojos 38 : 
están situados por encima de la abertura 9 y por encima 
de la oblea semiconductora 2. La fuente de infrarrojos 
envía luz infrarroja a través de la abertura 9 y a través 
de la oblea semiconductora 2 y la película de óxido que 
son transparentes a la luz infrarroja, siendo el marcador

378868
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j 22 y el marcador correspondiente de la fotomáscara opa- '
¡ eos para la luz infrarroja. El sistema de lentes 37 en- 
¡ foca el diseño de luz infrarroja resultante sobre el de- 
, tector de infrarrojos 38 que convierte el diseno resul- 
' tante de luz infrarroja en luz visible que puedo enton­

ces ser examinada por el ojo humano. Al examinar el di­
seño de luz visible correspondiente a la alineación entre 
el marcador 22 y el marcador correspondiente de la foto- 

' máscara, se sitúa la fotomáscara para efectuar la alinea­
ción deseada entre el marcador 22 y el marcador corres­

pondiente de la fotomáscara, asegurando asi que se sitúa
- exactamente la fotomáscara para obtener y definir el di­
seño de exposición deseado sobre la capa de foto-reserva

' y, a la vez, efectuar la retirada exacta de material se- 
: miconductor solamente en las zonas comprendidas entre los
- pares de diodo-resistencia. Se expone entonces la capa
i de foto-reserva a través de la fotomáscara, revelándola 
y retirándola selectivamente para dejar expuestas las 

j zonas de la superficie semiconductora que han de retirar­

se. Con la capa de foto-reserva definiendo el diseño de- 

i seado, se ataca químicamente el material semiconductor 
j hasta llegar a la película de óxido de silicio para dejar:
i las formas de mesas aisladas por aire ilustradas en la - 
! * : 
; figura 5. :

i

!

La figura 1 ilustra la forma resultante de la ¡
i

oblea semiconductora, en la que la oblea semiconductora í
!

2 es enteriza, excepto en las ventanillas designadas con ¡
3 y 4 en las que están situados los grupos de mesas ais- -
ladas por aire. !

Haciendo referencia a la figura 5, una vez !

378868
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atacadas químicamente las mesas 5,6,30, se une por com- ;

! presión térmica un extremo del alambre 31 a la placa de  ̂
i unión 17 y se une por compresión tórmica el otro extremo 
¡ a una tira metalizada 33 sobre la cara inferior del so- 

porte de material cerámico 1 y despuás se llena la aber­
tura 9 del soporte 1 con material epoxídico para dar por 
resultado una estructura rígida sólida sin alambres col­
gando.

Los elementos calentadores están así situados 

: dentro de las mesas mirando hacia abajo y están interco­
nectados selectivamente por un diseHo de conexión metáli­

co soportado en el adhesivo epoxídico 28 para formar un 
¡ diseHo de interconexiones de primer nivel que termina en 
las placas de unión 17, etc. situadas por encima de las 
aberturas del soporte 1, mientras que se logra un diseno 
de interconexión de segundo nivel por un diseño metaliza- 

' do 33, 34 sobre la cara inferior del soporte 1, permitien­
do asi un grupo grande y complejo de elementos de circui­
to interconectados a diferentes niveles. El grupo tiene 
un alto grado de aislamiento eláctrico y térmico entre 
los elementos de circuito y comprende una estructura 

¡ rígida.
El material térmicamente sensible 35, como se 

ilustra en la figura 5, está puesto en contacto directo . 
con las mesas de silicio monocristalino que son muy del­
gadas, permitiendo así un alto grado de comunicación tér­
mica entre las mesas y el material térmicamente sensible.

El grupo de mesas de 4 por 3 se dá en esta me­
moria a título de ejemplo, ya que pueden elegirse cual­
quier número y forma del grupo dependiendo del carácter 

! de la información que se desee exhibir sobre el material

578868
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El número y clase de los elementos de circuito^ 

situados en cada mesa y sus zonas de tipo de conductivi­
dad, asi como los de la oblea semiconductora se dán a 
titulo de ejemplo solamente, ya que pueden disponerse 
en las mesas para dar elementos de caldeo diversos ti­
pos de elementos de circuito, tales como transistores, 
que pueden formarse por técnicas epitaxiales, por ejemplo 
en lugar de las técnicas de difusión descritas, mientras 
que el material semiconductor puede ser distinto del si- 

; licio, por ejemplo germanio.
Además, los métodos descritos en esta memoria 

son útiles para fabricar circuitos semiconductores inte­
grados con un alto grado de aislamiento térmico y eléc- .

' trico entre los elementos del circuito.
} Además, el soporte 1 puede ser conductor y

puede disponerse una capa aislante entre el diseño me­

talizado 33, 34 y el soporte 1, estando el diseño de co-
i *
; nexién metálico aislado del soporte por el adhesivo 28.

Ha de entenderse que las realizaciones anterior­
mente descritas son meramente ilustrativas de la inven­
ción. Los expertos en la materia pueden idear numerosas :

* disposiciones más sin apartarse del espíritu.y alcancei
; del invento definidos por las reivindicaciones adjuntas.! í
! ;

REIVINDICACIONES

378868
- 14-



10

15

20

25

Los puntos de invención propia y nueva que se ; 

presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pa- ¡ 
tente de Invención en España por VEINTE años son los si- : 
jguientes:

¡ l.-Un mótodo de fabricar un circuito semiconduc-
j -
!tor integrado, que comprende las operaciones de: formar
¡una pluralidad de elementos de circuito adyacentes a una 
;primera superficie de una oblea semiconductora, con una 
capa -de aislamiento sobre dicha primera superficie, que 

¡tiene aberturas en ella que exponen áreas de contacto so­
bre dichos elementos de circuito, formar un diseño conduc- 
; ,
¡tor sobre dicha capa de aislamiento, que se extiende den-
i tro de dichas aberturas e interconecta unos elementos 
í seleccionados de los citados elementos de circuito y que 
)tiene una porción del mismo situada sobre dicha capa de 
¡aislamiento, apartada de dichos elementos de circuito, 

¡aplicar un agente de separación sobre dicha porción, colo-j 
¡car dicha oblea semiconductora sobre un soporte que tiene
j
una abertura en él, con un adhesivo aislante, de manera 
que dicha primera superficie de la oblea semiconductora 
mencionada sea adyacente al mencionado soporte y dicho 
¡agente de separación está alineado con dicha abertura, re-¡ 
tirar dicho agente de separación para dejar la porción ¡ 

mencionada de dicho deseño conductor expuesta y unir una 
conexión eláctrica a dicha porción expuesta de dicho di- 
^ño conductor, a través de la abertura enclonada. !

2.-Un método segdn la reivindicación 1, en el
, ^ / i

/ ¡cual dicho soporte es aislante y comprende un conductor
¡unido a su superficie opuesta, cerca de la abertura mencio-¡
nada, que incluye la operación de unir dicha conexión elác-
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j 3.- Un método segán la reivindicación 1, que
! incluye la operación de retirar material semiconductor 
de dicha oblea semiconductora desde una superficie de 
dicha oblea semiconductora, opuesta a la mencionada pri­
mera superficie, para separar físicamente dichos elemen­
tos de circuito.

4<- Un método segán la reivindicación 3) que in- 
' cluye las operaciones de: formar un primer marcador opa­
co sobre dicha capa de aislamiento, cerca de dicha por- 

' ción del mencionado diseño conductor, alinear dicho mar­
cador con la citada abertura de dicho soporte, durante la 

i colocación de dicha oblea semiconductora sobre dicho sopor- 
! te, y en el cual la mencionada operación de retirar mate- 
' rial semiconductor de dicha oblea semiconductora compren-*
: de aplicar una capa de foto-reserva sobre dicha superfi- '
' cié opuesta de la oblea semiconductora mencionada, apli- 
í car una fotomáscara encima de dicha capa de foto-reserva - 
! para definir el diseño de exposición deseado sobre dicha
! capa de foto-reserva, teniendo dicha fotomáscara un segun- 
)
! do marcador opaco en ella, que corresponde a dicho pri-
E 'i mer marcador opaco, dirigir luz infrarroja a través de di- 
. cha abertura de dicho soporte, detectar el diseño de luz :
{infrarroja que pasa a través de la oblea semiconductora 
:para determinar la alineación entre dichos marcadores ; 
primero y, segundo, ajustar la posición de dicha fotomás- i 

.^óara hasta que dichos primero y segundo marcadores estén ¡ 
en línea uno con otro, exponer dicha capa de foto-reserva,
¡a través de la mencionada fotomáscara para definir el di-¡

-i :
!seño deseado sobre dicha capa de foto-reserva, y retirar '

378868 !
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partes seleccionaáas áe dicha capa de foto-reserva para ¡ 
exponer porciones de dicho material semiconductor que se 
desea retirar. :

5.- Un método de fabricar un circuito semicon­
ductor integrado, que comprende las operaciones de: for­
mar una pluralidad de elementos de circuito junto a una 

primera superficie de una oblea semiconductora, con una 
capa de aislamiento sobre dicha primera superficie, que 
tiene: aberturas en ella que exponen áreas de contacto 
en dichos elementos de circuito, formar un diseño conduc­
tor sobre dicha capa de aislamiento, que se extiende 
dentro de dichas aberturas, interconectando unos elemen­
tos seleccionados de dichos elementos de circuito y que 

tiene, al menos, una porción de dicha capa de aislamiento 
separada de los mencionados elementos de circuito, for­
mar un primer marcador opaco sobre dicha capa de aisla­
miento, cerca de dicha, al menos una, porción, colocar 
dicha oblea semiconductora sobre un soporte opaco que 

tiene una primera abertura en ól, con un adhesivo de ais­
lante que une dicha primera superficie al soporte mencio­
nado con dicho primer marcador y dicha, al menos, una, 
porción alineada con la mencionada primera abertura, 
aplicar una capa de foto-reserva, que tiene un segundo 
marcador opaco en ella, sobre dicha capa de foto-reserva, 
dirigir luz infrarroja a través de dicha primera abertura 

^ e  dicho soporte, detectar el diseño de luz infrarroja 
que pasa a través de dicha oblea semiconductora para de- : 
terminar la alineación de los mencionados primero y se-

' gundo marcadores, ajustar la posición de dicha fotomásca-
i
! ra hasta que los mencionados primero y segundo marcadores 
i estén en alineación, exponer dicha capa de foto-reserva

13.4.70 -17- 57S368
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a través de dicha fotomáscara para definir el diseño 
deseado sobre dicha capa de foto-reserva, retirar selec­
tivamente porciones de dicha capa de foto-reserva para 

dejar expuesto material semiconductor entre los citados 
elementos de circuito y retirar el material semiconduc­

tor expuesto para separar dichos elementos de circuito.
6.-Un método de fabricar un circuito semicon­

ductor integrado.
Tal y como se ha descrito en la Memoria que an- 

tecede, representado en los dibujos que se acompañan y 
con los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de diez y ocho hojas escri­
tas a máquina por una sola cara.

Madrid, 2 -j ^
P.A.

A'barí-
Por Poder,

378868

JMS/.13.4.70 -18-



1 / 1 1 1



SPAIN
11/111



SP.*'
iii/iii

' y^L/VVV—) _5 ' ^

Y3/<? ^
/,6/F /4


	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



